
UKO 6213823 

N O R M A BRANZOWA BN-83 
, 

ELEMENTY ! 

PÓŁPRZEWODNI KOWE Tranzystory 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są szcze­
gółowe wymagania dotyczące krzemowych tranzysto­
rów 'n-p-n mocy, małej częstotliwości, wykonanych 

. technologią epiplanarną, typu BD 354 w obudowie me­
talowej, przeznaczonych do sprzętu powszechnego użyt-­
ku oraz urządzeń wymagających zastosowania elemen­
tów o wysokiej i bardzo wysokiej jakości. Tranzysto-

• ry przeznaczone są do pracy w stopniach końcowych 
i sterujących wzmacniaczy mocy m. cz., regulatorach 
napięcia oraz układach przełączających mocy. Tranzys­
tory mocy n-p-n typu BD 354 są komplementarne 
z tranzystorami p-n-p typu BD 355. 

Kategoria ' klimatyczna - wg PN-73/E-04550 dla 
tranzystorów: . 

- istandardowej jakości (poziom jakości I) 
40/155104, 

- wysokiej jakości (p.oziom jakości III) - 40/155121 , 
- • bardzo wysokiej jakoś~i (poziom jakości IV) -

40/155156. 
2. Przykład oznaczenia tranzystorów: 
a) standardowej jakości 

TRANZYSTOR BO 354 BN-83/3375-32.02 

b) wysokiej jakości 
TRANZYSTOR BO 354/3 BN-83/3375-32.02 

c) bardzo wysokiej jakości 
TRANZYSTOR BO 354/4' BN-83/3375-32.02 

3. Cechowanie tranzystorów powinno zawierać nastę-
pujące dane: 

a) nazwę producenta lub znak fabryczny, 
b) oznaczenie typu (podtypu), 
c) oznakowanie dodatkowe dla tranzystorów wyso­

. kiej i bardzo wysokiej jakości. 
Tranzystory wysokiej jakości powinny być znakowa- ' 

ne cyfrą 3, a tranzystory bardzo wysokiej jakości cyfrą 
4, umieszczoną po oznaczeniu typu. 

4. Wymiary i omaczenie wyprowadzeń tranzystorów 
- wg rys. I i tab!. l. 

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta -
CE 24. 
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Rys. I. Obudowa CE 24 

TabUca l. Wymiary obudowy CE 24 

Wymiary w mm 
Symbol 

Wymiary w mm 
wymia-

min nom max ru min nom max 

6,35 - 8,64 0p 3,61 - 3,86 

0,71 - 0,86 q 24,33 - 24,43 

11,94 - 12,70 s 14,48 - 14,99 

2,36 - 2,72 U, - - 31,79 

1,27 - 1,91 U2 - - 17,78 

9,14 - -

5. Badania w grupie A, B, C i D - wg BN-SOI 
3375-,32.00 p. 5.1. 

6. Wymagania szczegółowe do badań grupy A, B, 
CiO 

a) badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiarów: 
h2, q, s - wg rys. l i tab!. l , 

b) badania podgrupy A2, A3, A4 i C2 - wg tab!. 2, 
c) badania podgr}lpy B, C i D - wg tab!. 3, 
d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po 

badaniach grupy B, C i D - wg tab!. 4. 
7.. Pozostałe postanowienia - wg BN-80/3375-32.00. 

Zgłoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
' Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodk!l Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji ' Maszyn TEKOMA 

dnia 15 marca 1983 r. 
Jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1983 r. 

(Oz. Norm. i Miar nr 9/1983 poz. 18) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1983. Druk .. Wyd. Norm. W-we, Ark. wyd. 1,15 Nakl. 2400 + 55 Zam. 1916/83 Cena zł 18.00 
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2 BN-83/3375-32.02 
. , 

rabka l. Para_try elektryczne sprawdzane w badaniach podlrupy Al, A3; A4 i Cl 

Podgrupa Rodzaj Kontrolowany 
Metoda 

pomiaru wg Warunki pomiaru 
badań badania parametr 

PN-74/T-01504 

1 . 2 3 4 5 

A2 

A3 

A4 

C2 

Sprawdzenie podstawo- ICM> ark. 05 Uc;=4O V, 1t=0 
wych parametrów elek-

U(BRłC~O') wg rys. 2 h=IOO mA, It=O 
trycznych 

U(BRłEBO ark. 04 1t=1O J.l.A, 1c=0 

hm ') 2) 3) ark. 08 1c=1 A, Uct=2 V 
i 

• , 

Spra wdzenie drugo- UCE ,a,') ark. 06 1c=2 A, 1;=0,2 A 

, rzędnych parametrów 
USE SQl') ark. 06 1c=2 A, 1;=0,2 A 

elektrycznych 

/r ark. 24 1c=200 mA, Uct=1O V 
f=1O MHz 

Spra wdzenie parame- IcBo ark. 05 UcBa=4O V, 1t=0 
trów elektrycznych tamb=155 oC 
w t.mb=155 oC (po-
ziom III i IV) 

Sprawdzenie drugo- CCM> ark. 22 Uc;=1O V, 1=1 MHz 
rzędnych parametrów 

t .. ark. 41 1c=1 A, 1;=50 mA 
elektrycznych ~ 

, 
tof! ark . 41 Tc=1 A, TB,=-TBz=50 mA 

') Pomiar impulsowy: '. ~ 300 ps, 6 ~ 2 %. 
') Selekcja w klasach wzmocnienia (A, B, C) tylko na zamówienie odbiorcy. 
l) Tranzystory mogą być dobierane w pary na zamówienie odbiorcy. .. 

Stosunek statycznego współczynnika wzmocnienia prądowego dla pary tranzystorów h2lE1/h"., = 0,8 + 1,25. 
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Rys. 2. Metoda pomiaru napięcia przebicia kolektor-emiter U(BRłCEO 
. a) podstawąwy układ pomiarowy, b) oscylogram napięć przebicia 

Jedno-
stka 

6 

nA 

V 

V 

A 

- B 

C 

V 

V 

MHz 

p.A 

, 

pF 

J.I.S 

J.I.S 

Wartości graniczne 

mm max 

7 8 

- 100 

40 -
5 -

30 300 

30 90 

50 150 

100 300 

- 0,75 

/- 1,35 

10 -

- 50 

- 70 

- 0,3 

- 1,5 
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TabUca 3. Wymalania uc%eKółowe do badaJ\ grupy B, C D 

Lp. 
Podgrupa 

Rodzaj badania Wymagania szczegółowe 
badań 

. 

I 2 3 4 

I Bl, CI Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej wyprowadzeń próba Ub, metoda l , jeden cykl zginania 

. Sprawdzenie szczelności próba Qk, pozIOm nieszczelności 1,5 ' lO-s 
Pa 'dm'/s 

2 B3 Sprawdzenie wytrzymałości na spadki swobodne położenie tranzystora w czasie spadania: wypro-
wadzeniami do góry . 

3 B4, C4 Spra wdzenie wytrzymałości na udary wielokrotne mocowanie za obudowę 

4 BS, CS Sprawdzenie wytrzymałości na nagłe zmiany temperatury TA=-5S oC, Ta=175 oC 

5 B6, C6 Sprawdzenie odporności na narażenia elektryczne Układ OB wg PN-78/T-01515 tabl. S, 
tcase=25°C, -1.=450 mA, UcF27 V 

6 C3 . Sprawdzenie masy wyrobu 8 g 

7 C4 Sprawdzenie wytrzymałości na przyspieszenia · stałe kierunek probierczy wzdłuż ,?si wyprowadzeń, 
mocowanie za obudowę 

Sprawdzenie wytrzymałości na wibracje o stałej częstotli-
""" wości (dla poziomu jakości 1) 

mocowanie za obudowę 
Sprawdzenie wytrzymałości na wibracje o zmiennej często-
tliwości (dla poziomu jakości III i IV) .. 

8 C5 Sprawdzenie wytrzymałości na ciepło lutowania temperatura kąpieli 350 oC 

9 C7 Spra wdzenie wytrzymałości na zimno I s" 
mln=-55°C 

10 C8 Sprawdzenie wytrzymałości na suche gorąco tsl , m.,=175°C 

II CIO Spra wdzenie wymiarów wg ry~. I i tabl. I 

12 Dl Sprawdzenie odporności na niskie ciśnienie atmosferyczne temperatura naraźenia 25 oC 

13 04 Sprawdzenie wytrzymałości na pleśń brak porostu pleśni po badaniu 

14 05 Sprawdzenie wytrzymałości na mgłę solną połoźenie tranzystora dowolne 

TabUca 4. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie I po badaniach Krupy B, C I D (poziom I, III IV) 

Oznaczenie Metoda pomia-
Warunki Podgrupa Wartości graniczne 

literowe ru wg 
pomiaru badań 

Jednostka 
parametru PN-74/T -01504 min max 

. 
Ie.o ark . 05 Uca=40 V BI , B3, B4, B5 . 

1..=0 . CI, C4, C5, C7 - 0,5 
C9, D11), B6, C6 Jl.A 
C8 

C22) - 50 

h21;) .) ark. 08 UcF2 V ' BI , B3, B4, B5 10 360 
Ic.= I A CI, C4, C5 

A 10 120 
C7, C9, 011) 

B 20 180 -
B6, C6, C8 

C 60 360 

C2') 7 360 
. 

A 7 120 

- B ' lO 180 

C 15 360 

') W czasie badania. 

') W czasie ba<jania odporności na suche gorąco . - / 
') Pomiar impulsowy: '. ,;;; 300 /AS, /} ,;;; 2 %. 
') Badanie w klasach wzmocnienia (A, B, C) tylko na zamówienie odbiorcy. 

') W czasie badania odporności na zimno. " 
, 

KONIEC 

Informacje dodatkowl' 



4 Informacje dodatkowe do BN-83/3375-32.02 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowujlłca normę - Naukowo-Produkcyjne Cen · 
tr).lm Półprzewodników. 

PN-7S,(T-OIS04.41 Tranzystory. Pomiar czasów przełączania td, t" 
t s i tf 

2. Normy zwbtzane 
PN-73/E-04550 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe 

PN-74/ T-OIS04.04 Tranzystory. Pomiar napięć przebicia UIBR }CBO 

i U1BR}EBO 

PN-78/T-OISIS Elementy półprzewodnikowe . Ogólne wymagania 
i badania 

BN-80/337S-32 .00 Elementy półprzewodnikowe . Tranzystory mocy 
małej częstotliwości . Wymagania i badania 

PN-74/T-OIS04.0S Tranzystory. Pomiar prądów wstecznych ICBo 
ilEBO 

PN-74/T~IS04.06 Tranzystory. Pomiar napięć nasycenia Ua sa. 

i U BE sa' metodą impulsową 

3. Symbol wg KTM 
BO 354 IIS6231401000, 
BO 3S4A - JlS6231401013, 
BO 3S4B - I IS623 1401026, 
BO 3S4C - IIS6231401039. 

PN-74/T-01504.08 Tranzystory. Pomiar [h21e] metodą impulsową 

PN-74/T-OIS04.22 Tranzystory. Pomiar pojemności C c Boi CEBO 

PN-74/T-OIS04.24 Tranzystory. Pomiar modułu Ih 21J ' W zakresie 
4. Wartości dopuszczalne - wg tab!. I-I i rys. I-I + I-S. 

w.cz. i częstotliwości f T S. Dane charakterystyczne - wg tab!. 1-2 i rys . 1-6 +1-9. 

TabUca I-l 

Lp. 
Oznaczenie 

Nazwa 
parametru 

parametru 

I U CBO Napięcie kolektor-baza 

2 U CEO Napięcie kolektor-emiter 

3 UEBO Napięcie emiter baza 

. ' 4 l c Prąd kolektora 

S leM Prąd szczytowy kolektora 

6 ls Prąd bazy 

7 PłOt ' Całkowita moc wejściowa na wszystkich · elektrodach przy 
I ,a" ,,;;; 4S oC przy UCE od O do 6 V 

8 l} Temperatura złącza 

9 ts" Temperatura przechowywania . 

10 lamb Temperatura otoczenia w czasie pracy 

Rezystancja termiczna złącze-otoczenie R.J,j-a ,,;;; 75 °C/ W 
Rezystancja termiczna złącze-obudowa R.J,j_, ,,;;; 10,4 °C/W 
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Rys. I-l. Zależność temperaturowa. mocy strat od temperatury 
p,o,=fll) ) 

Jednostka Wartości dopuszczalne 

V 60 

V 40 

V 5 

A 3 

A 4,S 

A O,S 

W 12,S 

oC 175 

oC -55 + 175 

oC -40 + 155 
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Rys. 1-2. Obszar bezpiecznej pracy tranzystora 

, 

fłt, 

tac 
w. 

. 
tC4S1(.f5OC 

1 

./ 
V " 

f-O.S ./ v# --- ..... 

~ W 
~ ~ 

V(,).~ ~ . 

~ 
V 

O 

I / / , / I 

I / --. I I 
• 

IV : _ tp . I : : 
I ~ II 

: Q.~ , ! 
l r l- I T . .. ł 

I 
I I I 
I I I , 

, 
- . . . - . ~ 

p/$l 

IBN-aatU7,-S2~02.r-'1 
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tcase~ 45°C 
5r-----~-------.------~----~r=~--_, 

liN-ap', t5-,rt. 0'1-%-41 

Rys. 1-4. Mnotnik prądowy poszerzenia obszaru bezpiecznej pracy 
(SOAR) dla pracy iinpulsowej w funkcji parametrów impulsu 

MSBv=f{lp ) 

Ip 

- - parametr 
T 

g 
f1SBr 
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Rys. 1-5. Mnotnik napięciowy poszerzenia obszaru bezpiecznej pracy 
(SOAR) dla praey impulsowej w funkcji parametrów impulsu 

MSBr = f{lp ) 

'p 
- - parametr 

T 

Tablea l-Z 

Oznaczenie Jedno-
WartoŚci 

Lp. Nazwa parametru Warunki pomiaru parametru 
parametru stka 

mm typ max 

I 2 3 4 5 6 7 8 

! ICBO Prąd zerowy kolektora Uc;=4O V, 1.=0 \lA - - !OO 

l U1BR)CBO Napięcie przebicia kolektor-baza 1c=100 p.A, 1.=0 V 60 - -
3 U1BR)CEOI

) Napięcie przebicia kolektor-emiter 1c=IOO mA, 1.=0 V 40 - -

4 UIBRIEBO Napięcie przebicia emiter-baza 1.=10 p.A, 1c=0 V 5 - -
5 h2lł!) ') Statyczna wartość współczynnika Uc.=2 V, Ic=O,1 A A - 70 -, 

wzmocnienia prądowego w układzie - B - 115 -
wspólnego emitera 

C - 195 - -
Uc.=2 V, Ic= I A A 30 60 90 

- B 50 95 150 

C !OO 160 300 

Uc.=5 V, 1c=2 A A - 42 -
- B - 70 -

C - 120 -
6 UCE ,.,1) Napięcie nasycenia kolektor-emiter 1c=2 A, 1;=0,2 A V - 0,27 0,75 

7 Uu ,.,1) Napięcie nasycenia baza-emiter 1c=2 A, 1;=0,2 A V - 1,0 1,35 

8 fr Czc;stotli wość graniczna Uc.=1O V, 1c=200 mA, MHz 10 30 -
/=10 MHz 

9 CCBO Pojemność złącza kolektora Uc;=IO V, /=1 MHz pF - 30 70 

10 I •• Czas włączania . 1c=1 A, 1!F50 mA p.s - 0,1 0,3 

11 laf! Czas wyłączania 1c=1 A, .181=-IB.=50 mA p.s - 0,5 1,5 

') Pomiar impulsowy: Ip .;; 300 JJS; 6 .;; 2 %. 
') Selekcja na klasy wzmocnienia (A, B, C) oraz dobieranie w pary 2BD 3S4 lub pary komplementarne BD 354/BD 355 tylko na zamówienie odbiorcy. 
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Rys. 1-6. Prąd kolektora w funkcji napięcia kolektor-emiter lc=j{UCE) Rys. 1-7. Prąd kolektora w funkcji napięcia kolektor-emiter lc=j{UCE) 

l B parametr l B parametr 
. 

1,5 \ 

~E 

... 
~ ~ --- -- -'- .. 

~ ~ 
;-... I"'" ~_ ..... 

~ ,,~ 
~ 

tamb.l~' lo "'1 ... "" Vef .2V .., 
'\. 

Q5 I I I l\. 
--- - BD354A \ 
- -803548 \ 

8DJ54C 
. I 

al f lcfA] 3 

ISN-93/337S-32.02-1-81 

Rys. 1-8. Współczynnik wzmocnienia prądowego w funkcji prądu kolektora 
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Rys. 1-9. Napięcie nasycenia w funkcji prądu kolektora UCE ,arj{I e). U BE ,arj{lc) 


